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[ QS iddezBrfinementde la charge au seinde nano-objets métalliquessupportéspar un substratisolantconstitueun enjeumajeur pour de nombreuxdomaines
scientifiqueset techniques Récemment,nous avons effectué une large étude de la croissancede différents métaux sur la surfacede nitrure R QI f dzY A V A
AIN(000J). Le choixde fAIN & QS E Lparkdp plaspriétés physiquesintéressanteset sesapplicationsen micro-électronique LescouchesmincesRAIN ont été
préparéessur substrats4H-SiCdansun bati R Q S LJipéar jets m@éculaires(EIM)sousflux R QI f dzYek daris dn€é atmosphéreriche en ammoniaque Les
différentesétapesde la croissancanétal/AIN SiCsont caractériséesin situ, par la diffractionR Q S f SahaueBEnéieen incidencerasante(RHEEDEN NGAFM

(non contactatomicforce microscopy et en KPFMKelvinprobe force microscopy.

SubstratAIN(0001)- (2x2)-Nad

AIN est un semtconducteura large bande (6,2 eV) de structure cristalline de type
wurtzite. Nosechantillonssont desfilms d'épaisseurde 150 nm élaboréspar MBEsur
des substrats4H-SiC Dansnos conditionsde préparation,la surfaceest reconstruite

Figure 1. (a) Vue de dessuset (b) de profil de la
reconstruction (2x2). Les atomes R (N)f sont
représentésen rouge (bleu) Le parametrede maille est
de 6,22 A. ImagesNGAFM de la surface AIN(OOO2)-
(2x2): (c)500Nnm x500nm, (d) 5 nm x5 nm.
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Dépotsin surAIN(0001)

Le dépdt de f QA YV dudzYa
croissance R Qdzy $ré-couche a.
reactive sur toute la surface (fig
2.1). Cettederniere est suivie de la
formation de nano clusters 3D (fig

2.2 (a,b). Le contrast KPFM est
iInversesur les clusters,montrant un
travail de sortie différent par
rapport alasurface (fig 2.2 (c,d)).
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Figure 2.2: (a) image NGAFM des Tlots
R Q (b profil topographique (c) image
KPFM(d) profil kelvin

&

Figure2.1: imageNGAFMde
la couchede mouillage

DépotsMg surAIN(0001) DépotsAg et Au suliAIN(0O001) avec et sans contamination

Le depot du Mg sur tAIN induit la g
formation R Q dzyr&-couche (fig
3.1) puisla formationd’ T R t
interconnectésk One hauteurde 1
a 2 monocouchesde Mg. Lesilots
apparaissent brillant en KFPM
traduisant un travail de sortie
difféerent par rapport a la surfaceb
(fig 3.2). '
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Ledepotde t QétdzQa r8veleque la qualite de la ;5 S
surfaced AIN pouvaitinfluencerle modede croissance kS
Sile depot des métaux est effectue apresun certain
laps de temps (1 jour), le mode de croissanceest de
type 3D dansles?2 cas,(fig4.1).
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iImagesKPFM

Sile dépot R Qledl effectué immédiatementaprés la
préparation de la surface reconstruite (2x2) et

< _— parfaitement propre, le mode de croissancereste 3D
_ PPLuEES= E maisavecune certaineorganisation(fig 4.2 (a,b)). Dans
e Figures.2: Imagesaes Figure4.1: llots R Q| NFAD)\EIRZ) &, NJ le casde f QlladzBissance est 2D., et on observede
Figure 3.1: image NGAFM llots de Mg: (a) NG sur une surface AIN contaminée (a,c large flots isolés dont la hauteur est d’ u nle
de la couchede mouillage AFM,(b) KPFM iImagesNGAFM, (b,d) imagesKPFM monocoucheR Q(fid#.2 (a,b)).

A 4K, on observe en NCAFM un moiré avec une
périodicité de 21,9 A et la résolution atomique de la

bl . Figure5.2: Expériencede charge

coucheR Q!adec une distanceentre deux atomesR Q! dz Tono B ) o
de 2,73+0,1 A (5.1 (a)). LeclichéRheedmontre lesraies P W,) - <
associeesiumoiré et cellesassocieesift Q! dz il e v
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Figure 5.1. (a) image NCAFM a
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La modification du potentiel électrostatique permet R Q dzt fed 1lbta i@ésalliques . —
MINISTERE

AU/AIN(000]1) commereéservoirslocauxde chargesouvrant la voie a des experiences
originalestellesque t QS (dd#Rrfert de chargesatraversun fil moléculairereliant
deuxréservoirs misadeuxpotentielsdifférents.
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